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Fizika va texnologiyanin kegon asrds stiratli inkisafi yarimkegiricilor fizi-
kasinda vakuum cihazlarinin bork cisimli analoqlarinin, fotodiodlarin yaradil-
masina gatirib ¢ixartdi. Baxmayaraq ki, 6ten asrin 50-ci illorinin avvsllorinds
silisium vo germanium osasli mikropikselli selvari fotodiodlarin va yarim-
keciricilordo ionlasmanin tosirinin osas nozoriyyosi Oyronilmosi miioyyon
prespektivlor yaradib, lakin fotodiodlarin adekvat bork cisimli analoglarinin
yaradilmas1 uzun illor todgiqat tolob etmisdir. O zaman moshur selvari foto-
diodlar bazi asas parametrlorine- is sahasing, esik hassaslhigina gors fotodiod-
lardan shamiyystli deracads geri qalirdi. 90-c1 illorin avvalarindas silisium asash
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geydedici detektorlar hazirlanmisdir vo hal hazirda bu cihazdan otaq tem-
peraturunda fotonlar1 qeyd etmak ii¢iin genis istifado olunur. Silisium asash
geydedici detektorlar qoza gorginliyi (vo ya Heyger rejimindo) rejimindo
isloyir vo fotonlarin xotti ganununa géro genis xotti spektro malikdir. Isteh-
salgidan asili olaraq Silisium geydedicilar bazon mikropikselli selvari fotodiod
vo Mikropiksel foton saygaclar1 da adlanir. Hal hazirda silisium asash qeyd-
edicilorin bozi parametrlorine - foton geydetma effektivliyins, is¢i sahesing,
foto hosasligin xotti spektrino gors silisium osaslhi selvari fotodiodlardan oho-
miyyatli doracads stiindiir. Buna gors do silisium asasli geydedicilar foto-
diodlarin asas anoloqu hesab olunur. Son illor srzinds silisium asash foto
geydedicilorin kiitovi istehsalina nail olunmusdur. Hal hazirda silisium asash
geydedicilorin osas istehlake¢ilar1 diinyanin aparici elmi morkoazlorindo
reallagdirilan yiiksok enerjilor fizikasi sahosindo irimiqyash layihslordir.
Silisium asasli geydedici detektor layihslori yeni nasil tibbi tomoqrafiyada va
avtomobil sonayesindo totbiq olunur [1-3].

Hazirda, totbiq sahesinden asili olaragq, silisium asash fotoelektron giiclon-
diricilerin bir ¢ox tipi mévcuddur [3-5]. Bu cihazlarin istehsal texnologiyasi giinii-
giindon tokmillasir ki, bu da daha hassas, xatti vo vahid fotodiodlarin inkisafi iiciin
osas amildir. Yeni silisium asash fotodiodlarin inkisafi tigiin piksellori dorinlikda
yerloson mikropikselli selvari fotodiodlarinin strukturu secilmisdir (Sokil 1a),
piksel 6l¢iisii 10 um vo sixligl 1000 piksel/mmz2. Fotodiodun aktiv sahassi 3,7 x 3,7
mm?-dir. Hom Coxralski tsulu ilo, hom do zona oritmo tsulu ilo miixtolif
texnologiyalardan istifads etmoklo hazirlanmis 20 diiymliik silisium althqglarinda
niimunolorin istehsali iigiin istehsal alqoritmi tortib edilmisdir. Istehsal yeri
olaraq, optik mikroelektronikanin istehsalinda uzun illor tocriibasi olan Malayziya
Mikroelektron Sistemlor Institutu MIMOS segilmisdir.
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Sak. 1. MSFD-nin sxematik goriintiisi
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